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Svetlocitlivd vrstva zvydujdica kontrast
fotorezistu

(57) RieSenie .sa tyka fotolitografického
spracovania polovodi&ovych prvkov na pro-
Jekinom optickom zariaden{, Rie¥i problém
zlepZenia vlastnost{ vrstvy, zvysujicej
kontrast pozitivneho fotorezistu. Podstata
spoéiva v nanesenf{ vrstvy z roztoku 0,01
aZ 15 % hmot. C ~ (4 - dimetylaminofenyl)
- N - fenylnitronu v polystyréne ako
kontrast zvysujuicu vrstvu na pozitivny fo-
torezist. PouZity materidl zvySuje fotow
chemicki ektivnost bez vedlajifch pro-
duktov a tym kvalitu vytvérangch motivov.
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Vyndlez riedi svetlocitliwi vretvu zvydujicu kontrast fotorezistu, aplikovani vo
forme svetlocitlivej tenkej vrstvy na povrch pozitivneho fotorezistu pri fotolitogra-
fickom spracovani polovodiZovyich prvkov na projekénom optickom zariadenf.

Zvysovenie rozlifovacej schopnosti pozitivneho fotorezistu pri projek¥nej optickej
litografii je zékladnym predpokladom dosishnutia nikronovych a submikronovych rozmerov

pri vyrobe polovodiZovych prvkov.

V poslednej dobe je tejto problematike venovand zna&né pozornost. -Jednou z metdéd
je pou¥itie sekunddrnej svetlocitlivej vrstvy CEL, Contrast Enhacement Leyer, ktord po
expozicii vytvorf vo fotoreziste latentny obraz shopny vy§Sieho rozli¥enia neZ vrstva sa-
motného fotorezistu. .

Z literatdry je znéme, %e na vytvorenie alkt{vnej fobtochemickej vrsivy CEL, moZno po-
u3it rdzne druhy organickych létok a farbiv. Vhodnost tychto ldtok je viak obmedzend
nizkou fotochemickou alct{vnostou, nizkou rozpustnostou v polymérnych substrdtoch a vzni-
kom vediajsfch produktov pri expozicii, kforé posobia ako vmitorny filter pre expozilné
F¥iarenie. .

Tieto nedostatky riedi svetlocitlivd vrstva zvysujica kontrast fotorezistu podla vy-
nélezu, podstata ktorého spo&fiva v tom, ¥e je tvorend vrstvou z roztoku 0,01 a% 15 %
hmot. C - (4 - dimetylaminofenyl) - N - fenylnitrdn v polystyrénovej matrici.

Vyhodou vrstvy svysujicej kontrast ‘pozitivneho fotorezistu je, Ze aplikovand foto-

altfvna 14tka vyZaduje na dplny rozklad nfzke expozi¥né &asy, fotolyzou nevanikaju
vedlajsie produkty, ktoré svojou sbsorciou Ziarenia zniZujd kvantovy vyfa¥ok fotochemickej

premeny nitrénu, pou¥ity fenylnitrén je dobre rozpustny v poufitej polystyrénovej matrici.
Kontrast zvysujica vrstva vytvéra kompatibilni vrstvu, ktord nenari¥a povrch fotorezistu

a po expozfcii sa dd Yahko odstrénit.

Prikladom konkrétneho prevedenia podla vynélezu Jje svetlocitlivd vrstva, kbtord sa
pripravi nanesen{m svetlocitlivého roztoku nitrénu pri 3000 ot./min. na vysufend vrstvu

pozit{vneho fotorezistu.

Svetlocitliv§ roztok sa pripravi rozpustenfm 0,02 g C - (4 - dimetylaminofenyl) - N =
- fenylnitrdnu a 2 g polystyrénu v 100 g trichldretylénu.’

RieZenie je moZné vyuit vo fotolitografickom spracoven{ polovodifovych prvkov.

PREDMET VYNLALEZTU

Svetlocitlivd vrstva zvysujfiica kontrast fotorezistu, vyznadujica sa tym, Ze je tvore-
nd vrstvou z roztoku 0,01 a% 15 % hmot. G - (4 - dimetylaminofenyl) - N - fenylnitrénu

v polystyrénovej matrici.
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